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１．概要（Summary） 
 金属配線用 Ti 蒸着の条件を検討した。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】  
・真空蒸着装置（ULVAC 社製 VPC-1100） 
【実験方法】 
φ4 インチ Si ウエハを 2 枚準備した。 
100.0±0.5mm、N 型、≧1Ω・cm、300±20μm 
<1.0.0> 
≪実験 1：Ti 蒸着の為の装置側の条件検討≫ 

出力電圧 10V、基板距離約 303mm、 
成膜圧力 7.8×10⁻⁴Pa 
Ti：φ1×L3mm、99.5%を 0.21g 使用した。 
出力電流を可変させて Layer Rate を基準に蒸着 
条件を検証した。 

≪実験 2：Ti 蒸着での成膜。目標成膜 50nm≫ 
実験 1 にて検証した蒸着条件を用いて、実際に Ti 
蒸着を行った。 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
≪実験 1：Ti 蒸着の為の装置側の条件検討≫ 

出力電流 ⇒ Layer Rate 
50A      50s 加熱したが変化せず 
60A      0.01nm/s 
70A      0.1nm/s 
75A      0.34nm/s 
75A、約 3 分弱で膜厚 50nm に達したので終了した。 

≪実験 2：Ti 蒸着での成膜。目標成膜 50nm≫ 
実験 1 にて検証した下記蒸着条件にて実際に成膜を

行った。 
出力電圧 10V、基板距離約 303mm、 
出力電流 75A、成膜圧力 5.8×10⁻⁴Pa 

Ti：φ1×L3mm、99.5%を 0.22g 使用した。 
   成膜結果は下記 Fig. 1 参照。 

 
シャッターオープン後、約 370 秒で膜厚 50nm に到達し

た。成膜開始約 140 秒後から膜厚形成速度が低下した。

成膜材料の Ti の量が少なかったと思われる。 
蒸着前後の成膜写真は Fig. 2 参照。 

 
 

４．その他・特記事項（Others） 
なし。 
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Fig. 1 Result of vacuum deposition    

Fig. 2 Photo of vacuum deposition 


